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1. 背景

In2O3 は導電性が高く、可視光領域に対して透明

であることから光電子デバイスにおいて重要な導

電性酸化物材料である[1]。In2O3 はビックスバイ

ト構造(cubic-In2O3)とコランダム構造(-In2O3)の 2

種類を有することで知られている。 近年、この 

In2O3 の優れた物性を活かしたトランジスタへの

応用が報告されているが、この物性を十分に活か

すためには結晶構造の制御や高品質結晶の実現が

望まれている。実際にミスト化学気相成長法で成

長した単結晶 In2O3 による、MOS(Metal-Oxide-Se

miconductor)型電界効果トランジスタのような、新

しいデバイス実現の報告がされている[2]。ミスト

CVD 法は大気圧プロセスであり、低コストで低環

境負荷の比較的簡単な成長方法である[3]。コスト

効率の良い製造の観点から、ミスト CVD 法で形

成された酸化物材料をベースとした n 型薄膜トラ

ンジスタの実現が期待されている。本研究では、

ミスト CVD 法で成膜したアモルファス In2O3によ

る TFT を基礎研究として製作した。 

2. 実験方法 

In2O3 はミスト CVD 法を用いて SiO2(200nm)/Si

基板上に成膜した。超純水に(In(C5H7O2)3)粉末を

少量の塩酸で溶かした原料を超音波で霧状にし、

キャリアガス 5.0 L/min.、希釈ガス 0.5 L/min.(ど

ちらも酸素を使用)により反応沪へ搬送して、成長

温度 350℃、成長時間 1h.で約 40nm 成膜した。薄

膜の一部には酸素雰囲気中でのアニール処理を施

し、それぞれ用いて TFT を製作した。成膜した I

n2O3にフォトリソグラフィーでパターンを形成し、

エッチング溶液を用いてチャネルを形成した。そ

の後、RF スパッタにより Au を 100nm 堆積し、ソ

ース・ドレイン電極とした。また、ソース・ドレ

インの電極幅(W)1000m、電極長(L)50m とし、S

i 基板をゲート電極として用いるボトムゲート構

造の TFT を製作した。製作した TFT の構造を fig.

1 に示す。TFT の電気的特性評価は遮光室温の条

件で大気中にて行った。 

3. 実験結果 

 Fig.2 に製作した TFT の光学顕微鏡像を示す。

光学顕微鏡の結果から、アニール未処理の TFT で

は In2O3 のオーバーエッチングを確認したが、一

方でアニール処理後の In2O3 ではパターン通りに

エッチングできていることを確認した。Fig.3 に製

作した TFT の ID-VG 特性の結果を示す。ID-VG 特性

の結果から、アニール未処理の TFT では電界効果

移動度は 0.03cm2/Vs であったが、オフ電圧は確認

されなかった。一方で、アニール処理後の TFT の

電界効果移動度は 0.007cm2/Vs まで低下したが、



オフ電圧の確認ができた。 

 

4. まとめ 

ミスト CVD 法で成膜したアモルファス In2O3 に

よる TFT を基礎研究として製作した。薄膜の一部

には酸素雰囲気中でのアニール処理を施し、それ

ぞれ用いて TFT を製作した。アニール未処理の

TFT では電界効果移動度は 0.03cm2/Vs であったが、

オフ電圧は確認されなかった。一方で、アニール

処理後の TFT の電界効果移動度は 0.007cm2/Vs ま

で低下したが、オフ電圧の確認ができた。 
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Fig. 1. XRD -2 profiles of 

In2O3 grown (a) without and (b) 

with LT-In2O3 on (0001)-Al2O3. 
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Fig.2 (a)アニール未処理および(b)アニール処理後の

In2O3 による TFT の光学顕微鏡像 
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Fig.3 TFT の ID-VG 特性 

Fig.1 製作した TFT の構造 


